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Islemsel Kuvvetlendirici

Yukarida verilen iglemsel kuvvetlendirici devresinde (OP-AMP) biitin MOSFET’lerin
doymali ¢alistigi ve giris-¢ikis DC ¢alisma noktalarmin sifir oldugu kabul edilmektedir.
Tranzistor parametreleri agagidaki gibi verilmistir.

Ko '=HpCox=B67HAN?Z, Ky '=pnCox=205HAIN?, Var= Vap =100V, V1g,p= 0.7V, Vo= 0.55V.

a) Kiigiik isaret fark kazanct Voyut / (Vinz- Vin1) 'yl asagidaki durumlar i¢in hesaplayimiz. (M7 ve
Ms tranzistorlerinden akan akimlarin sirasiyla 100pA ve 50pA oldugunu kabul ediniz).
e Durum 1: Islemsel kuvvetlendirici 1Q’luk bir direnci siirmektedir (R,=1Q).
e Durum 2: Islemsel kuvvetlendirici 1kQ’luk bir direnci siirmektedir (R_.=1kQ).

b) Tasarlanan iglemsel kuvvetlendirici asagida gosterildigi gibi bir voltaj takipgisi olarak
kullanilmak istenmektedir. Devreyi SPICE ile kurunuz ve devrenin girisine (Vin) tepeden
tepeye 1mV genlikli ve 1kHz frekansl bir isaret uygulayiniz. Farkli yiik direnci degerleri
icin (R=1Q ve R =1kQ) Vout Ve Vi, isaretlerini zaman domeninde ¢izdiriniz. Yik
direncinin farkli degerleri icin ¢ikis isaretinin giris isaretini takip edip etmedigini
belirtiniz. Cevabinizi (a) sikkinda elde ettiginiz sonuclar ile dogrulayiniz.
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Voltaj takipgisi

Not: LTSpice’da benzetimlerinizi yapabilmek icin daha onceki odevierde PMOS ve NMOS
tranzistorler igin kullandiginiz TSMC35P ve TSMC35N modellerini kullaniniz. Odevinize SPICE ¢ikig
dosyalarmm (output files) eklemeyi unutmayin!
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